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Beschreibung
HINTERGRUND DER ERFINDUNG
Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Flussigkristallvorrichtung zum Anzeigen von Bildern oder der-
gleichen.

Stand der Technik

[0002] In den letzten Jahren wurden die fur eine Flussigkristallanzeigevorrichtung erforderlichen Eigenschaf-
ten strenger, und es ist erforderlich, dass die angezeigte Bildqualitat auf einer derartigen Vorrichtung auf dem-
selben Niveau wie bei einem gewdhnlichen Kathodenstrahlréhrenbild liegt. Bei der Flussigkristallanzeigevor-
richtung ist die Steuerung der Ausrichtung des verwendeten Flissigkristalls ein die Qualitat des angezeigten
Bildes beherrschender Hauptfaktor, und eine homogene und optimale Ausrichtung in jedem Teil der Anzeige-
einheit ist eine wesentliche Anforderung. Allgemein wird die Ausrichtung des Flussigkristalls durch eine auf der
Oberflache des Flussigkristalls bereitgestellte Ausrichtungssteuerschicht gesteuert.

[0003] Falls eine derartige Ausrichtungssteuerschicht eine Oberflachenstufe aufweist, variiert die Ausrichtung
des Flissigkristalls an einem derartigen gestuften Abschnitt und bleibt nicht mehr Ianger homogen. Insbeson-
dere auf dem Bildelektrodensubstrat entwickelt jedoch die Ausrichtungssteuerschicht Oberflachenstufen auf-
grund der Ausbildung der Bildelementelektroden, Schaltelemente, Leiterbahnen usw. auf diesem Substrat. Ins-
besondere am Ende der Anzeigenflache wird die Schichtlage aufgrund der nicht vorhandenen benachbarten
Bildelementelektrode extrem niedrig, so dass die Anzeigeeigenschaften an einem derartigen Endabschnitt der
Anzeigenflache minderwertig werden.

[0004] Die Flussigkristallanzeigevorrichtung ist aus zwei miteinander verhafteten Substraten zusammenge-
setzt, welche Elektroden auf ihren inneren Oberflachen tragen und eine Flussigkristallschicht dazwischen um-
schlieRen, und Peripherieschaltkreise zur Ansteuerung der Flussigkristallvorrichtung sind oftmals im Randbe-
reich der Bildelementflachen bereitgestellt.

[0005] Falls ein Versiegelungsbereich 32 auf den Peripherieschaltkreisen 31 gemaf Fig. 1 ausgebildet wird,
wird bei der gegenseitigen Anhaftung der beiden Substrate eine Verteilung in der Liicke des gefiillten Flissig-
kristallteils 33 erzeugt und es entsteht eine Farbinhomogenitat, falls diese Verteilung + 0,1 y Giberschreitet.

[0006] Falls andererseits der Versiegelungsbereich 32 auRerhalb der Peripherieschaltkreise 31 gemal Fig. 2
bereitgestellt wird, wird die ChipgréRe unvermeidlich groRer, was zu einem ernsten Problem bei einer Flissig-
kristallvorrichtung flihrt, die eine sehr geringe ZellengrofRe erfordert, wie etwa die bei einer Bildschirmsuchein-
richtung (einem sog. view finder) verwendeten.

[0007] Fernerist ein Verfahren zur Ausbildung einer isolierenden Planarisierungsschicht 34 gemaf Fig. 3 be-
kannt, aber derartige Verfahren erfordern einen zusatzlichen Schritt zur Ausbildung der Planarisierungsschicht
34 und die angelegte Spannung muss erhoht werden, falls die isolierende Schicht auf der Bildelementelektrode
dicker wird. Wenn das Substrat aus amorphem Silizium oder Polysilizium zusammengesetzt ist, weisen die Pe-
ripherieschaltkreise 31 lediglich relativ geringe Stufen auf und kénnen daher leicht planarisiert werden, aber
bei einem monokristallinen Siliziumsubstrat werden die Stufen grof3er, so dass die Planarisierungsschicht 34
dicker ausgebildet werden muss und eine noch gré3er angelegte Spannung erforderlich ist.

[0008] Aus der JP 58095327 ist eine Flissigkristallvorrichtung mit dichromatischer Farbe bekannt. Die Flis-
sigkristalle sind zwischen zwei Schichten eines isolierenden Glasssubstrates, das mit Ausrichtungsschichten
und transparenten Elektroden geformt ist, gelegen und durch Versiegelungselemente versiegelt. Eine Reflek-
tionsplatte einer geweilten synthetischen Harzschicht oder einer diinnen metallischen Schicht oder Ahnlichem
sind auf der hinteren Oberflache des Substrates vorgesehen. Zusatzlich ist dinne Schicht eines lichtaussen-
denden Materials auf der Oberflache der Reflektionsplatte geformt.

[0009] Eine weitere Flissigkristallvorrichtung ist aus der JP 60243638 bekannt. Sie umfasst Substrate, Bild-
elementelektroden, drei Farbfilterschichten, eine transparente Elektrode tber der gesamten Oberflache, einen
Abstandshalter, einen nematischen Flissigkristall, der zwischen den Substraten versiegelt ist, Polarisierungs-
platten und eine Trennplatte. Die Bildelemente der Farbfilter werden zu den Peripherien um mehrere Bildele-
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mente erhoht.
ERFINDUNGSZUSAMMENFASSUNG

[0010] In Anbetracht des Vorstehenden liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine Flussigkristallanzei-
gevorrichtung bereitzustellen, die eine homogene Flussigkristallzellenliicke ohne Ausdehnung bei der Chipgré-
Re sowie eine ausgezeichnete Produzierbarkeit zeigt.

[0011] Zudem wird eine Flissigkristallanzeigevorrichtung bereitgestellt, bei der die Ausrichtung des Flissig-
kristalls selbst bis zu dem Endabschnitt des Anzeigebereiches homogen gesteuert wird, wodurch ein hochqua-
litatives Bild Uber den gesamten Bildbereich ohne Unregelmafigkeiten angezeigt werden kann.

[0012] Ferner wird eine Flussigkristallanzeigevorrichtung bereitgestellt, welche keine erhdhte Ansteuerungs-
spannung erfordert, eine ausgezeichnete Stromsparbefahigung aufweist und eine Groflenreduktion der Vor-
richtung bezulglich der Bildgrofie ermaglicht.

[0013] Weiterhin wird eine Flussigkristallanzeigevorrichtung angegeben, welche ohne zusatzliche Herstel-
lungsschritte eine homogene Zellenliicke erzielt und eine Unregelmafigkeit bei der Farbanzeige vermeidet.

[0014] Darlber hinaus wird eine FlUssigkristallanzeigevorrichtung angegeben, welche zu einer Bildanzeige
von aulerst hoher Qualitat ohne Farbvariationen im gesamten Anzeigebereich befahigt ist, insbesondere im
Randteil des Anzeigenbereiches, selbst bei einer Farbanzeige.
[0015] Zudem wird eine Flissigkristallanzeigevorrichtung mit einem gestuften Abschnitt in zumindest einem
Teil der umgebenden Nahe des Anzeigenbereiches des Bildelementelektrodensubstrats angegeben, der im
Wesentlichen gleich der Stufe in dem Anzeigenbereich ist.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0016] Die Eig. 1 bis Fia. 3 zeigen Schnittansichten von bekannten Flissigkristallanzeigevorrichtungen zum
Aufzeigen von Nachteilen im Stand der Technik;

[0017] Eiq. 4 zeigt eine Ansicht einer Flussigkristallanzeigevorrichtung gemaR einem Ausfuhrungsbeispiel 1,
das keinen Teil der vorliegenden Erfindung bildet;

[0018] Fig. 5 zeigt eine Schnittansicht einer Flissigkristallanzeigevorrichtung gemafl Ausflihrungsbeispiel 2;
[0019] Fig. 6 zeigt eine Draufsicht einer Flussigkristallanzeigevorrichtung gemaf Ausfiihrungsbeispiel 3;
[0020] Fia. 7 zeigt eine Draufsicht einer Flissigkristallanzeigevorrichtung gemaf Ausfiihrungsbeispiel 4;

[0021] Fiq. 8 zeigt eine Schnittansicht der in Eig. 7 gezeigten Flissigkristallanzeigevorrichtung entlang einer
Linie A-A';

[0022] die Fig. 9A bis Fig. 9D zeigen Schnittansichten von Schritten zur Herstellung eines Halbleitersubst-
rats, das zur erfindungsgemafen Verwendung angepasst wird; und

[0023] die Fig. 10 und Fig. 11 zeigen Draufsichten von Flussigkristallanzeigevorrichtungen gemaf den Aus-
fuhrungsbeispielen 5 und 6.

BESCHREIBUNG DER BEVORZUGTEN AUSFUHRUNGSBEISPIELE

[0024] Erfindungsgemal wird eine Flussigkristallanzeigevorrichtung angegeben, welche frei von den vorste-
hend angeflihrten Nachteilen und zur Bereitstellung des Flissigkristalls mit homogener Ausrichtung selbst bis
zu dem Endabschnitt der Vorrichtung befahigt ist, wodurch homogene Anzeigeeigenschaften tiber den gesam-
ten Bildbereich aufrecht erhalten werden.

[0025] Die vorstehend angefiihrte Aufgabe kann erfindungsgemaf durch eine Flissigkristallanzeigevorrich-

tung erreicht werden, die zumindest in einem Teil der umgebenden Nachbarschaft des Anzeigebereichs des
Bildelementelektrodensubstrats eine Stufe aufweist, die im wesentlichen dieselbe wie die Stufe in dem Anzei-
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gebereich ist.

[0026] Erfindungsgemal stellt die Ausbildung der im wesentlichen selben Stufe wie die Stufe im Anzeigebe-
reich eine Flussigkristallanzeigevorrichtung von hoher Erzeugbarkeit mit einer homogenen Flussigkristallzel-
lenliicke ohne eine Chiperweiterung bezlglich des Anzeigebereichs bereit.

[0027] Die erfindungsgemafie Konfiguration erlaubt die Bereitstellung einer scharfen Bildanzeige bis zu dem
Endabschnitt des Anzeigebereichs, weil der Stufenunterschied zwischen dem Anzeigebereich und dem umge-
benden Bereich und die resultierende Differenz in den Ausrichtungseigenschaften des Flissigkristalls auf Null
reduziert oder bedeutend vermindert wird.

[0028] Die Ausrichtungsschicht der Flissigkristallanzeigevorrichtung wird durch einen Reibungsvorgang aus-
gerichtet, und die Ausbildung einer Stufe in dem Randbereich erlaubt einen homogenen Ausrichtungsvorgang
selbst bis zu dem Randbereich des Anzeigebereiches, so dass die Homogenitat bei der Ausrichtungseigen-
schaft weiter sichergestellt sowie die Bildanzeige einer noch héheren Qualitat erzielt werden kann.

[0029] Die vorstehend angefiuihrte Stufe ist in Anbetracht einer Komplexitatsvermeidung bei dem Herstel-
lungsverfahren in einem Scheinbereich in dem Bildelementbereich ausgebildet. Genauer werden bei dem
Scheinbereich Scheinbildelemente derselben Konfiguration ausgebildet, welche dieselben Leiterbahnen,
Schaltelemente, Bildelementelektroden usw. wie bei dem Anzeigebereich aufweisen. Dabei werden die Bilde-
lementelektroden vorzugsweise elektrisch isoliert, damit ein unndtiges Anlegen von Spannung vermieden wird.
Die Ausbildung einer derartigen gleichen Stufe bei der Ausbildung von Scheinbildelementen ist leicht herzu-
stellen, weil der Herstellungsvorgang der Bildelemente in dem Anzeigenbereich blof3 ausgedehnt werden kann
und keine zusatzlichen Schritte erforderlich sind.

[0030] Die vorstehend angeflihrten Scheinbildelemente kénnen die vorstehend beschriebene Aufgabe I6sen,
selbst wenn sie bezliglich der Schichtstruktur und Gestalt nicht genauso wie die Bildelemente im Anzeigebe-
reich sind.

[0031] Erfindungsgemal kdnnen die Scheinbildelemente lediglich in den notwendigen Abschnitten um die
vier Seiten des Anzeigenbereichs ausgebildet werden, vorzugsweise an zwei einander gegenlberliegende
Seiten und noch bevorzugter an vier Seiten. Die Breite einer derartigen Stufe kann fallabhangig variieren, aber
bei den Scheinbildelementen wird eine hinreichende Wirkung mit einer Breite erzielt, die beispielsweise funf
Abtastleitungen oder Anzeigeleitungen entspricht.

[0032] Der erfindungsgemal verwendete elektrisch isolierte Zustand ist nicht kritisch und kann gemaR dem
Herstellungsvorgang geeignet gewahlt werden. Beispielsweise bei einem aus einem Transistor zusammenge-
setzten Schaltelement kann ein derartiger isolierter Zustand erzielt werden, indem kein Kontakt zu der Abtast-
leitung und der Anzeigeleitung ausgebildet wird. Ferner kann dieser isolierte Zustand durch lokales Durchtren-
nen der Leiterbahnen verwirklicht werden, oder indem am Endabschnitt keine Verbindung mit der Ansteue-
rungsschaltung ausgebildet wird.

[0033] Ferner wird bei der Umsetzung einer Farbanzeige auf der Flissigkristallanzeigevorrichtung ein Farb-
filter mit Rat, Griin oder Blau an jedem Bildelement auf dem Gegenelektrodensubstrat angebracht, und derar-
tige Farbfilter erzeugen eine Stufe am Endabschnitt, weil das benachbarte Farbfilter fehlt. Erfindungsgeman
wird jedoch eine verbesserte Homogenitat bei der Ausrichtung des Flissigkristalls aufrecht erhalten, indem ein
Scheinfilter in einem dem Scheinbereich auf dem Bildelementelektrodensubstrat entsprechenden Abschnitt
ausgebildet wird, wodurch identische Bedingungen in dem Scheinbereich wie in dem Anzeigebereich verwirk-
licht werden.

[0034] Zudem ist es mdglich, das angezeigte Bild scharfer wiederzugeben, indem eine undurchlassige
Schicht in einem dem Scheinbereich entsprechenden Abschnitt ausgebildet wird, wodurch der Scheinbereich
vollstandig schwarz gemacht wird. Zudem ist eine Ausbildung der Grenze zwischen dem Scheinbereich und
dem Anzeigebereich unter einer undurchlassigen Schicht zur Definition des Anzeigebereichs durch die Off-
nung in der undurchlassigen Schicht moglich, wodurch die Ausrichtung des Scheinbereichs erleichtert wird und
der von einer fehlerhaften Ausrichtung resultierende Ausbeuteverlust vermieden wird.

[0035] Die spezifische erfindungsgemafe Konfiguration wird bei den nachstehenden Ausflihrungsbeispielen

naher beschrieben, aber die vorliegende Erfindung ist nicht auf die Bauart fir Anzeigevorrichtungen mit aktiver
Matrix beschrankt, wie sie in diesen Ausfuhrungsbeispielen gezeigt ist.
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[0036] Es sei angemerkt, dass die vorliegende Erfindung keineswegs auf die nachstehend angeflihrten Aus-
fuhrungsbeispiele beschrankt ist, aber geeigneten Variationen innerhalb des Bereichs der Erfindung unterliegt,
und es naturlich mdglich ist, die nachstehenden Ausfihrungsbeispiele und Offenbarungen der vorliegenden
Beschreibung geeignet zu kombinieren.

Ausfuhrungsbeispiel 1, das keinen Teil der vorliegenden Erfindung bildet:

[0037] Fig. 4 zeigt ein Ausflihrungsbeispiel 1, gezeigt sind dabei Anzeigeleitungen 1; Abtastleitungen 2;
TFT-Elemente 3 (Dunnschichttransistoren); Bildelementelektroden 4; ein horizontales Schieberegister 5; ein
vertikales Schieberegister 6; Scheinbildelementreihen 7; Scheinbildelementspalten 7'; sowie einen Anzeige-
bereich 8 x 8". Jedes Scheinbildelement ist in einem elektrisch isolierten Zustand, indem der Kontakt zwischen
der Gate-Elektrode oder Source-Elektrode des TFT-Elements 3 und der Abtastleitung 2 oder der Anzeigelei-
tung 1 nicht ausgebildet ist. Dieses Ausfuhrungsbeispiel verwendet TFT-Elemente als Schaltelemente, und es
sind zwei Anzeigeleitungen und zwei Abtastleitungen fir die Scheinbildelemente zugewiesen. Durch die Um-
gebung des Anzeigebereiches mit einem Scheinbereich gemaf vorstehender Beschreibung kann dieselbe
Ausrichtung des Flussigkristalls in den Endabschnitten des Anzeigebereichs wie in dessen zentralem Ab-
schnitt erhalten werden, und es kann eine hochqualitative Bildanzeige erzielt werden.

Ausfuhrungsbeispiel 2

[0038] Fig. 5 zeigt einen Endabschnitt der Vorrichtung gemaf Ausfiihrungsbeispiel 2, gezeigt ist dabei ein
TFT-Substrat 21; isolierende Schichten 22, 22'; Ausrichtungsschichten 23, 23"; ein Flussigkristall 24; ein Ver-
siegelungswerkstoff 25; eine Gegenelektrode 26; ein Farbfilter 27; eine Polarisierungsplatte 28; und eine Ab-
schirmplatte 29. Bei dem vorliegenden Ausfiihrungsbeispiel bilden drei Bildelementelektroden 4 am rechten
Ende Scheinbildelemente. Bei diesen Scheinbildelementen wird das mit jeder Bildelementelektrode verbunde-
ne (nicht gezeigte) TFT-Element mit einer Abtastleitung und einer Anzeigeleitung verbunden, von denen je-
doch keine mit der Ansteuerungsschaltung verbunden ist, wodurch diese Scheinbildelemente in einem elek-
trisch isolierenden Zustand erhalten werden. Auch die den drei Bildelementen am rechten Ende entsprechen-
den Farbfilter bilden Scheinfilter.

[0039] Eine aullerst groRartige Bildanzeige kann durch die Verwendung desselben Scheinaufbaus wie bei
dem Anzeigebereich nicht nur auf dem TFT-Substrat, sondern auch auf dem gegeniiberliegenden Substrat si-
chergestellt werden.

[0040] Die erfindungsgemale Konfiguration ist insbesondere bei einer Farbanzeige wirkungsvoll, da selbst
eine leichte Stérung bei der Ausrichtung deutlich sichtbar als Farbvariation erscheint.

Ausfuhrungsbeispiel 3

[0041] Fig. 6 zeigt ein erfindungsgemales Ausfiuhrungsbeispiel 3, welches zusatzlich zu der Konfiguration
gemal Ausfiihrungsbeispiel 2 mit einer undurchlassigen Schicht ausgeristet ist. Gemal Fig. 6 ist der un-
durchlassige Bereich breiter als der Scheinbereich und der Anzeigebereich 33 ist durch eine Offnung in dem
undurchlassigen Bereich definiert. Der Isolationszustand des Scheinbereichs ist derselbe wie bei Ausfuhrungs-
beispiel 2. Bei diesem Ausflhrungsbeispiel ist der Anzeigebereich durch einen vollstandig schwarzen Bereich
umgeben, so dass das angezeigte Bild scharfer erscheint.

Ausfuhrungsbeispiel 4

[0042] Fig. 7 zeigt eine Draufsicht auf eine Flussigkristallanzeigevorrichtung der vorliegenden Erfindung und
Fig. 8 zeigt eine Schnittansicht entlang einer Linie A-A' aus Fig. 7. Die Fig. 7 und Fig. 8 zeigen einen Bildele-
mentbereich 71 mit vertikalen Signalleitungen, horizontalen Gate-Leitungen sowie einer regelmafligen zweidi-
mensionalen Anordnung von an den Kreuzungspunkten der Leitungen angeordneten Transistorschaltern fur
die Ubertragung von Signalen an die entsprechenden Bildelementelektroden; eine horizontale Abtastschaltung
72; eine vertikale Abtastschaltung 73 mit derselben Stufe wie die der horizontalen Abtastschaltung 72; eine
horizontale Scheinschaltung 74 mit derselben Stufe wie die der horizontalen Abtastschaltung 72; eine vertikale
Scheinschaltung 75 mit derselben Stufe wie die der horizontalen Abtastschaltung 72; ein Flissigkristallversie-
gelungsbereich 76; einen Flussigkristall 77; ein Halbleitersubstrat 78; sowie ein Gegensubstrat 79.

[0043] Das Halbleitersubstrat 78 besteht aus einem Siliziumsubstrat, welches durch den in den FEig. 9A bis
Fig. 9D gezeigten Ablauf hergestellt wird. Das Siliziumsubstrat besteht aus einem monokristallinen Silizium-
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substrat, welches billig und tUber einen groften Bereich homogen und flach ist und eine dul3erst ausgezeichnete
Kristallinitat aufweist. Da auf einer monokristallinen Siliziumschicht aktive Halbleiterelemente mit nur sehr we-
nigen Fehlern ausgebildet werden, kann die schwebende Kapazitat der Halbleiterelemente reduziert werden.
Somit kann eine Flussigkristallanzeigeeinheit mit hoher Leistungsfahigkeit bereitgestellt werden, bei der zum
Hochgeschwindigkeitsbetrieb befahigte Elemente und Schaltungen mit ausgezeichneten Antistrahlungseigen-
schaften und ohne Durchziindungsphanomen mit den Flussigkristallanzeigebildelementen auf demselben
Substrat integriert werden.

[0044] Nachstehend wird ein Beispiel flir das Herstellungsverfahren des Siliziumsubstrats gemal den
Fig. 9A bis Fig. 9D beschrieben.

[0045] Ein p-dotiertes monokristallines Siliziumsubstrat (100) mit einer Dicke von 300 pm wurde einem Ano-
disierungsvorgang in einer HF-Lésung zur Ausbildung eines pordsen Siliziumsubstrats 101 unterzogen.

[0046] Der Anodisierungsvorgang wurde unter den nachstehenden Bedingungen durchgefiihrt:

Angelegte Spannung: 26V

Stromdichte: 30 mA-cm™
Anodisierungslésung: HF :H,0:C,H,OH=1:1:1
Dauer: 2,4 Stunden

Dicke des porésen Siliziums: 300 pm

Porositat: 56%

[0047] Auf dem somit hergestellten p-dotierten pordsen Siliziumsubstrat 101 (100) wurde eine Siliziumepita-
xieschicht 102 mit einer Dicke von 1,0 um durch Niederdruck-CVD aufgewachsen. Die Bedingungen des Ab-
scheidungsvorgangs waren wie folgt:

Quellengas: SiH,
Tragergas: H,
Temperatur: 850°C
Druck: 1 x 102 Torr
Aufwachsrate: 3,3 nm/sec

[0048] Nachfolgend wurde eine Oxidschicht 103 mit einer Dicke von 1000 A auf der Epitaxieschicht 102 aus-
gebildet (Fig. 9A). Dann wurde das andere Siliziumsubstrat 107 Uberlagert, auf dem eine Oxidschicht 104 mit
einer Dicke von 5000 A und eine Nitridschicht 105 mit einer Dicke von 1000 A ausgebildet wurden, sowie die
beiden Siliziumsubstrate durch Erwarmung fiir 0,5 Stunden bei 800°C in Stickstoffatmosphare fest miteinander
verhaftet (Fig. 9B).

[0049] Dann wurden die verhafteten Substrate einem selektiven Atzvorgang in einer Mischung aus 49%
Flusssaure, Alkohol sowie 30% Hydroperoxid (10 : 6 : 50) ohne Schitteln unterzogen. Nach 65 Minuten war
das porése Siliziumsubstrat 101 vollstandig weggeétzt, wobei das monokristalline Silizium als Atzstoppmate-
rial agierte, so dass allein die nicht pordse Siliziumschicht verblieb. Die Atzrate fiir das nicht porése monokris-
talline Silizium bei der vorstehend angefiihrten Atzldsung war sehr gering und die geétzte Dicke betrug weniger
als 50 A, selbst nach 65 Minuten. Tatsachlich betrug das Selektionsverhéltnis von jeder Rate zu der porésen
Schicht 10~° oder weniger, so dass die geatzte Menge (einige 10 A) bei der nicht pordsen Schicht praktisch
vernachlassigbar war. Somit wurde das pordsifizierte Siliziumsubstrat 101 mit einer Dicke von 200 pm besei-
tigt, und eine monokristalline Siliziumschicht 102 mit einer Dicke von 1,0 ym konnte auf der SiO,-Schicht 103
ausgebildet werden. Wenn das Quellgas aus SiH,Cl zusammengesetzt war, musste die Aufwachstemperatur
um einige zehn Grad erhéht werden, aber die fiir das porése Substrat spezifische erhéhte Atzeigenschaft wur-
de aufrecht erhalten (vgl. Eig. 9C. Es sei angemerkt, dass Eig. 9C beziiglich der Eig. 9B eine umgekehrte Dar-
stellung ist).

[0050] Sodann wurden Dinnschichttransistoren auf der monokristallinen Siliziumschicht 102 ausgebildet, da-
nach wurde das Siliziumsubstrat mit Gummi bedeckt, welches mit Ausnahme der unmittelbar unter dem Flis-
sigkristallbildelementbereichen befindlichen Flachen resistent gegen Flusssaure war, und das Siliziumsubstrat
wurde bis zu der isolierenden Schicht durch eine Mischung aus Flusssaure, Essigsaure sowie Salpetersaure
ortlich entfernt, wodurch durchscheinende Bereiche 110 ausgebildet wurden. Auf diese Weise konnte ein Sub-
strat mit Dinnschichttransistoren gemaf Eig. 9D erhalten werden.

[0051] Das Halbleitersubstrat 8 kann aus Quarzglas anstelle eines Siliziumwafers zusammengesetzt sein,
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aber die vorliegende Erfindung ist insbesondere effektiv bei einem monokristallinen Siliziumsubstrat, welches
gemal vorstehender Beschreibung schwierig zu planarisieren ist.

[0052] Das vorliegende Ausfiihrungsbeispiel kann eine homogene Flissigkristallzellenliicke bereitstellen,
weil Strukturen 72 bis 75 mit derselben Stufe auf den vier Seiten eines Bildelementbereichs 71 auf dem Halb-
leitersubstrat 78 bereitgestellt werden, und Flissigkristallversiegelungsbereiche 76 auf diesen Strukturen be-
reitgestellt werden. Auch die Chipgrofie kann kleiner ausgebildet werden, wenn die Versiegelungsbereiche 76
auf den peripheren Abtastschaltungen 72, 73 ausgebildet sind. Zudem wird eine ausgezeichnete Produzier-
barkeit sichergestellt, weil die Scheinschaltungen 74, 75 bei demselben Vorgang wie die Peripherieabtast-
schaltungen 72, 73 hergestellt werden kénnen.

[0053] Naturlich war die angezeigte Bildqualitat wie bei den vorstehenden Ausflihrungsbeispielen ausge-
zeichnet.

Ausfiuhrungsbeispiel 5

[0054] Fig. 10 ist eine Draufsicht einer Flissigkristallanzeigevorrichtung der vorliegenden Erfindung, gezeigt
ist dabei ein Anzeigenbereich 81 mit vertikalen Signalleitungen, horizontalen Gateleitungen sowie einer regel-
mafigen zweidimensionalen Anordnung von an den Kreuzungspunkten der Leitungen angeordneten Transis-
torschaltungen fiir die Ubertragung von Signalen an die Bildelementelektroden; eine horizontale Abtastschal-
tung 82 fir die Eingabe von Bildsignalen in ungerade Signalleitungen; eine horizontale Abtastschaltung 83 fir
die Eingabe von Bildsignalen in gerade Signalleitungen; eine vertikale Abtastschaltung 84 fir die Eingabe von
Gatesignalen in ungerade Gateleitungen; eine vertikale Abtastschaltung 85 fir die Eingabe von Gatesignalen
in gerade Gateleitungen; sowie ein Flussigkristallversiegelungsbereich 86, wobei die Abtastschaltungen 82 bis
85 dieselbe Stufenhdhe aufweisen.

[0055] Bei dem vorliegenden Ausfiihrungsbeispiel sind Strukturen 82 bis 85 mit derselben Stufenhdéhe auf
den vier Seiten des Anzeigenbereiches 81 angeordnet und alle als Peripherieabtastschaltungen verwendet.
Auch dieses Ausfiihrungsbeispiel kann, wie das Ausfihrungsbeispiel 4, eine homogene Flissigkristallzellen-
licke und eine reduzierte Chipgrof3e erzielen, weil der Flissigkristallversiegelungsbereich 86 auf den Periphe-
rieabtastschaltungen 82 bis 85 mit derselben Stufenhéhe ausgebildet ist.

[0056] Auch bei diesem Ausflihrungsbeispiel war die Qualitat des angezeigten Bildes tber den gesamten An-
zeigebereich ausgezeichnet.

Ausfuhrungsbeispiel 6

[0057] Fig. 11 ist eine Draufsicht einer Flussigkristallanzeigevorrichtung, gezeigt ist dabei ein Anzeigebereich
91 mit vertikalen Signalleitungen, horizontalen Gateleitungen, sowie einer regelmafRigen zweidimensionalen
Anordnung von an den Kreuzungspunkten der Leitungen angeordneten Transistorschaltern fiir die Ubertra-
gung von Signalen an die Bildelementelektroden; eine horizontale Abtastschaltung 92; eine vertikale Abtast-
schaltung 93 fiir die Eingabe von Gatesignalen in ungerade Gateleitungen; eine vertikale Abtastschaltung 94
mit derselben Stufenhdhe wie die der vertikalen Abtastschaltung 93 fir die Eingabe von Gatesignalen in gera-
de Gateleitungen; und ein Flissigkristallversiegelungsbereich 95.

[0058] Eine hinreichend homogene Flissigkristallzellenliicke kann, wie in dem vorliegenden Ausflihrungsbei-
spiel, durch die Anordnung 93, 94 derselben Stufenhéhe an zumindest zwei aneinander gegenuberliegenden
Seiten des Anzeigebereiches 91 und die Bereitstellung des Flissigkristallversiegelungsbereiches 95 darauf er-
zielt werden. Zudem kann eine weiter reduzierte Chipgréflie erzielt werden, wie aus Fig. 11 ersichtlich ist.

[0059] Bei diesem Ausfiihrungsbeispiel sind die Stufen nicht auf allen Seiten des Anzeigebereiches ausge-
bildet, aber es kann im Vergleich zu dem Fall, bei dem derartige Stufen nicht vorhanden sind, eine Bildanzeige
von extrem héherer Qualitat erhalten werden.

[0060] Gemal vorstehender Beschreibung kann diese Flissigkristallanzeigevorrichtung die Ausrichtung des
Flissigkristalls an den Endabschnitten des Anzeigebereiches steuern, wodurch die Anzeige eines Bildes mit
hoher Qualitat iber den gesamten Anzeigebereich ohne Inhomogenitaten madglich ist, indem Stufen wie etwa
Scheinschaltungen in dem Umgebungsbereich des Anzeigebereiches ausgebildet werden.

[0061] Zudem kann eine Stromeinsparung erreicht werden, weil keine erhdhte Ansteuerungsspannung erfor-
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derlich ist, und die GroRe der Flissigkristallanzeigevorrichtung kann bezuglich der Grofe des Anzeigeberei-
ches reduziert werden.

[0062] Weiterhin kann die vorliegende Erfindung eine Flissigkristallanzeigevorrichtung mit homogener Zel-
lengréRe bereitstellen, wodurch eine Anzeige ohne Farbinhomogenitat bereitgestellt wird, ohne dass die Chip-
grélRe erhoht oder zusatzliche Herstellungsschritte hinzugefiigt werden.

[0063] Ferner kann erfindungsgemal eine Farbbildanzeige mit aulerst hoher Qualitat bereitgestellt werden,
ohne dass selbst in den Endabschnitten des Anzeigebereiches eine Farbinhomogenitat auftritt.

[0064] Der Flussigkristallversiegelungsbereich kann auf einem Bereich mit im wesentlichen derselben Stufen-
héhe wie der des Anzeigebereiches bereitgestellt werden, und er kann nattrlich nicht nur auf Schaltungsele-
menten sondern auch auf Leiterbahnen oder Scheinbereichen derselben Stufenhdhe bereitgestellt sein.

[0065] Auch die Ausbildung eines lichtundurchldssigen Bereiches, der dem gestuften Bereich entspricht, ist
fur den Erhalt einer scharferen Bildanzeige wirkungsvoll.

[0066] Zusatzlich kann die Gestalt der zu dem Bildelementbereich benachbart auszubildenden Stufe genau-
so, im wesentlichen genauso oder ahnlich zu dem des Bildelementbereiches durch einen Scheinbereich, ein
Schaltungselement oder eine Leiterbahn alleine oder durch die Kombination daraus ausgebildet werden.

[0067] Eine Flussigkristallanzeigevorrichtung umfasst zumindest in einem Teil einer nahen Peripherie des An-
zeigebereichs eines Bildelementelektrodensubstrats eine im wesentlichen selbe Stufe, wie die des Anzeige-
bereichs.

Patentanspriiche

1. Farbflissigkristallanzeige mit einem Anzeigebereich (8), mit:
einem Elektrodensubstrat (21), das mit Bildelementelektroden, Schaltelementen, Abtast- und Anzeigezeilene-
lektroden und einer ersten Ausrichtungsschicht (23) fir den Anzeigebereich versehen ist,
einem Gegensubstrat, das dem Elektrodensubstrat (21) zugewandt angeordnet ist, und das mit einer jeder der
Bildelementelektroden (4) in dem Elektrodensubstrat (21) zugewandt angeordneten Gegenelektrode (26), ei-
nem Farbfilter (27) und einer zweiten Ausrichtungsschicht (23") fur den Anzeigebereich versehen ist, und
einem Flussigkristall, der zwischen dem Elektrodensubstrat und dem Gegensubstrat angeordnet ist,
einem Lichtabschirmelement (29) oder einer lichtundurchlassigen Lage,
wobei das Gegensubstrat einen den Anzeigebereich zumindest teilweise umgebenden Scheinbereich (7) be-
sitzt und der Scheinbereich mit einem Scheinfarbfilter versehen ist, um eine im wesentlichen gleiche Stufe wie
die des Anzeigebereichs auszubilden, und das Lichtabschirmelement oder die lichtundurchlassige Lage den
Scheinbereich gegen Licht abschirmt,
dadurch gekennzeichnet, dass
die erste und zweite Ausrichtungsschicht, die durch einen Reibungsvorgang behandelt sind, sich zum Schein-
bereich erstrecken.

2. Farbflussiganzeige gemaf Anspruch 1, wobei jedes Schaltelement einen Transistor aufweist.

3. Farbflissiganzeige gemal Anspruch 1, wobei jedes Schaltelement einen Dunnfilmtransistor aufweist.

Es folgen 6 Blatt Zeichnungen
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Anhangende Zeichnungen
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